i unTEn

Ukzad UL 1000 zawiera dwa tranzystory
ukiadzie pPrzydatnym w konstrukcjach modulatordéw koto~

" polaczoné

w

UL 1000L
ULA 1000L

wych. Wymaga zastosowania dwéch transformatoréw r6wno- Modulator (demodulator)
wazacych. Uklad Przeznaczony jest do zastosowania w u- kotowy
kiadach teletechnicznych.
Obudowa CE 52
Parametry dopuszczaine ‘
G
/tamb = +25°¢c/ -
Wartosé
Oznaczgnie Nazwa Jedn, min ; max
UCB "Napiecie stale kolektor-baza \'A /‘50
UEB Napiecie stale emiter-baza v '5
UCS Napiecie stale kolektor-podioze \' 12
1, Prad staly kolektora /Jednego
tranzystora/ B p mA 10°
P. Moc tracona w calym ukiadzie
- /prazy tamb ° 100°¢ / mW 100
t Zakres temperatur UL 10001, -25 +100
amb prac oc
pracy UL} 1000L -40 +100
tstg Zakres temperatur UL 1000L ° -40 +125
' przechowywania ULA 1000L ¢ -55 +125

Uktad w.yp'o wadzeh
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' Widdk od spodu

Schemat wewngtrzny




. Parametry charakterystyczne
/t‘mb - +2500/

Oznaczenie Nazwa Jean.| : Yertoss W¢run5:‘p:miaru
win | typ | max g
Iomo Prad zerowy kolektors | nA 5 | 100 |Ugp=5 V5 =0 A
;BBO P?qd zerowy emitera ﬁg 5 10Q‘ Upg=! V5 Ig= O A
Ics Prad zerowy kolektor- nA b 100 005-9,9 v
-podiode ' .
U Napiecie przebicis v 10{ 2% I,=10 pA; I_=0 A
/BR/CBO kolektor=baza ' ¢ : * R
U oes umy " Napiecie przebicia v 5| 7 1,=200 I.=0 A
/BR/EBO emgtgr-baza ’ L nA c
U e 7en | Naplecie przebicia v 9] 13 Y,=10 pd; I =0 A
/BR/CEO kolegtor-emiter ' ¢ ad IB
K Napleole preebiola v | 12| 3 “I_ =10 pA; I=0 A
/BR/CS kolektor-podloie ’ Ig§0 A B
h Statyozna wartoéé wabd!— ; 201 75 =5 V; I.=150 pA
21E ozynnika wzmocnienia "/) = CE ’ e
pradowego /w ukiadzie
wapélnego emitera/
Upp~Unrns | | R62nica nepieé stalych | mv 2 s et eI 150
I BEA U332| migdzy bazg a emiterem ) B1 B2 5 v Bh
~ ’tranzyator w CcB1™“cB2" .
U - RdZnioa napiqd atal oh nv 2 5 |-1 -1 150
I BE3 UbB“I miedzy ba&g a emiteiem - ) U EJ-U Ek-, v L
tranzystor w T, CB3""CB4L™
h ~h ] Rdznica statycznych war- 0,00210,008| I, %~T,,=150
I 24B1 2132' $ci wspélozynnikéw ’ ’ UEI‘ B2 s vﬂA ’
‘ wzmocnienia pragdowego CB1"“cB2”
tranzystoroéw Ti 1 T2
w ukladzie wepdlneJ
azy/ , :
h RéZnica atat oznyoh war-| 0,002]0,008} ~I - 150
21837 213“' -toéol wspélcgynnikdw ' I 1 U 3" Eh', v A
wzmoonienia pradowego Yen3=Ycns”
tranzystoréw T3 1 Tk
ukladeie wspdlneJ
asy/
P Wspblozynnik szuméw 4B 6 £ =1 kHp; -1 -150 pA
. Ugp=® Vi ns-1 xS
' B = 200 ip
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